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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component comprising a temporarily buried temporarily n-doped area (9) 
which is effective only during switching off from the conducting into the blocking state of the semiconductor while preventing the 
tail current from chopping, thus improving smoothness of the switching-off process. Said temporarily active area is created by 
implanting K centers (Z). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement mil einem temporar vergrabenen temporar n-dotierten 
Bereich (9) der nur beim Abschalten vom leitenden in den sperrenden Zustand des Halbleiterbauelementes w ir ksam .st und e.n 
AbreiBen des Tailstromes verhindert, um so die Weichheit des Abschaltens zu verbessern. Dieser temporar w,rksame Bere,ch w,rd 
durch Implantation von K-Zentren (Z) geschaffen. 



